
CMOS-Inverter als Kleinsignalverstärker 
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Stromquellen 

 

UT=26mV 

1/λ≈30V

1/λ≈150V

Spannungsquellen 

 

Praxistip: Spannungsabfall an RE=(IC*RE) soll 
ca. 0,1 – 0,2 * Us betragen! US ersetzen durch Z-
Diode, dadurch Eingangsspg. stabil! 

RS jede Größe außer 0 Ω 

Uy = 60 –200 V 



Stromspiegel 

 B-C Verbindung Bipolar 
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G-D Verbindung FET   

Nullstelle ⇒ knick nach oben! (HP = fgu)  
Polstelle   ⇒ knick nach unten! (TP = fgo) 

Verstärkungs-Bandbreite-Produkt 
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Leistungsbandbreite 
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DC-Fehlgrößen 
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Gleichtakteingangsspannung ist die 
Spannung die am Pluseingang anliegt! 
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ASR (hinten auftrennen) 
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Differenzverstärker 
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Gegenkopplung 
Reelle GK: 
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Überschwingen in %:  Überhöhungsmaß in dB: 
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Widerstand ⇒ Leitwert Umformung 
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Ruhestromkompensation 
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U/I-Gegenkopplung 
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Transistor Grundschaltung 
E-GS: Signal in Basis , Signal aus Collector 
B-GS: Signal in Emitter, Signal aus Collektor
C-GS: Signal in Basis, Signal aus Emitter 

FET-Grundschaltung 
S-GS: Signal in Gate , Signal aus Drain 
D-GS: Signal in Gate, Signal aus Source 
G-GS: Signal in Source, Signal aus Drain 
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